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(57) Abstract 

The invention relates to a method and a device 
for analysing optical storage media materials, compris- 
ing a first, continuous laser beam which is directed at a 
surface of a storage medium, the beam that is reflected 
by the surface being used to analyse the surface reflec- 
tivity; and a second laser beam which effects a change 
in the reflective behaviour of the surface at least at the 
point where the first laser beam is reflected. 

(57) Zusammenfassung 

Beschrieben wird ein Verfahren zur Materi- 
aluntersuchung eines optischen Speichermediums mit 
einem ersten, auf eine Oberflache des Speichermedi- 
ums gerichteten kontinuierlichen Laserstrahl, dessen an 
der Oberflache reflektierter Strahl zur Untersuchung 
der Oberflachenreflektivitat verwendet wird und mit 
einem zweiten Laserstrahl, der wenigstens am Ort 
des Reflexionsereignisses des ersten Laserstrahls eine 
Veranderung des Reflexionsverhaltens der Oberflache 
bewirkt 
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Verfahren unci Vorrichtung zur Materialuntersuchung optischer Speichermedien 
Technisches Gebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Materialuntersuchung eines 
optischen Speichermediums. 

Stand der Technik 

Einmal beschreibbare (Read-Only) oder wiederbeschreibbare (Rewritable) optische 
Datenspeicher basieren auf Materialien oder Schichten, die bei Einstrahlung von 
Licht, insbesondere von Laserlicht, und evtl. unter Zuhilfenahme eines Magnetfeldes 
ihre optischen oder magnetischen Eigenschaften verandern. Nachdem auf einem 
solchen Material eine dauerhafte Veranderung eingebracht wurde, kann diese 
Veranderung spater mit Licht oder einem Magnetsensor wteder abgetastet werden. 
Wahrend bei Read-Only-Speichem die Veranderung irreversibel eingebracht wird, 
muB sie bei Rewritable-Speichern reversibel d.h. loschbar sein. 

Entwicklungsziele bei der Herstellung derartiger Speichermedien sind vomehmlich, 
Materialien und Schichten daraufhin zu untersuchen, ob in ihnen mit Licht oder mit 
der Kombination Licht/Magnetfeld irreversible oder reversible Veranderungen 
hervorgerufen werden konnen, welche wiederrum mit Licht oder einem 
Magnetsensor erkannt werden konnen. Besonders wichtig ist es hierbei, das 
dynamische Verhalten der Materialien sowie Schichten wahrend der 
Energiedeposition in Form von Licht oder Magnetfeld zu untersuchen, da fur hohe 
Speicherdichten und hohe Schreibgeschwindigkeiten moglichst kleine Markierungen 
mit moglichst kurzen Laserpulsen geschrieben werden sollen. 

Ein typisches Beispiel fur derartige moderne Speichermedien sind sogenannte 
„Phase-Change-Disks" wie sie in der CD-RW, d.h. Rewriteable Disk, reprasentiert 
sind (Zitat: Marchant: „Optical Recording" Addfison-Wesley). Das hierfur verwendete 
Material, das als Informationstrager dient (z.B.Chalkogenide oder Silber/Zink- 
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Verbindungen) kann in verschiedenen physikalischen Phasen vorliegen. Typisch ist 
eine stabile kristalline Phase und eine metastabile amorphe Phase, welche 
unterschiedliche optische Eigenschaften aufweisen. Das Material befindet sich 
zunachst in der kristallinen Phase, in der es eine hohe optische Reflektivitat aufweist. 
Durch die Einstrahlung eines kurzen Laserpulses wird das Material lokal erwarmt und 
an dieser Stelle aufgeschmolzen; durch das abrupte Abbrechen des Laserpulses 
verbleibt es jedoch dauerhaft in einer amorphen Phase, welche eine geringere 
Reflektivitat aufweist als die kristalline Phase. Das abrupte Abrechen des 
Laserpulses bzw. der abrupte Stop der Energiezuf uhr in Form von 
elektromagnetischer Energie, die sich innerhalb des Materials in thermische Energie 
umwandelt, fuhrt innerhalb des Materials zu einem Quenching-PorzeS, der eine 
kontinuieriiche Phasenruckumwandlung in die kristalline Phase verhindert. 

Markierungen, die mit diesem ProzeB in das Material geschrieben werden 
erscheinen demzufolge als dunkle Punkte (amorphe Stellen) auf einer hellen 
Oberflache (kristalline Flache). 

Strahlt man dagegen mit einem kontinuierlichen Laserstrahl auf die markierte Oder 
nicht-markierte Oberflache ein, so findet der Quench-ProzeB nicht statt, d.h. die zu 
einem dauerhaften amorphen Zustand fuhrende Phasenumwandlung findet nicht 
statt, da sich das Material langsam abkuhlen kann und so in die kristalline Phase 
zuriickkehren kann. Auf diese Weise konnen auch einmal markierte Stellen geloscht 
werden. 

Darstellung der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist ein Verfahren zur Materialuntersuchung eines optischen 
Speichermediums, das zuverlassig Aussage iiber die Oberflachenbeschaffenheit 
optischer Speichermedien gestattet. Insbesondere soli eine insitu-Untersuchung 
moglich sein, mit der man sofort bei einem bestimmten Energieeintrag auf die 
Oberflache des Speichermediums auf die Auswirkungen auf das Reflexionsverhalten 
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und damit auf die ablaufenden Oberflacheneffekte schlieBen kann. Es soli moglich 
sein dynamische Veranderungen in fur optische Speicherung geeigneten, Materialien 
hervorzurufen und ihre Dynamik wahrend des Prozesses der Veranderung zu 
beobachten. 

Die Losung der Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. Den Erfindungsgedanken 
vorteilhaft ausbildende Merkmale sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Erfindungsgemafrist ein Verfahren zur Materialuntersuchung eines optischen 
Speichermediums derart vorgesehen, daB ein erster kontinuierlicher Laserstrahl auf 
eine Oberflache des Speichermediums gerichtetet wird. Sein an der Oberflache 
reflektierter Strahl wird zur Untersuchung der Oberflachenreflektivitat verwendet. 
Ferner wird mit einem zweiten Laserstrahl wenigstens am Ort des 
Refiexionsereignisses des ersten Laserstrahls eine Veranderung des 
Reflexionsverhaltens der Oberflache bewlrkt. 

Unter dem Begriff des Refiexionsereignisses ist der Oberflachenbereich auf dem 
optischen Speichermedium zu verstehen, an dem der erste Laserstrahl zur 
Oberflachenuntersuchung reflektiert wird. 

Der auf die Oberflache gerichtete, kontinuierliche Laserstrahl dient als Lesestrahl, 
dessen Ruckreflex vom zu untersuchenden Material auf Intensitat und Polarisation 
hin gemessen werden kann. 

Zusatzlich kann ein Magnetfeldsystem in Form eines Elektromagneten vorgesehen 
werden, der das optische Speichermedium einem zeitlich konstantem oder 
veranderiichen Magnetfeld aussetzt. 

Kurze Beschreibung der Erfindung 

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschrankung des allgemeinen 
Erfindungsgedankens anhand eines Ausfuhrungsbeispieles unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung exemplarisch beschrieben. Es zeigt: 
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Fig. 1 Aufbau zur Materialuntersuchung eines optischen Speichermediums 

Wege zur Ausf uhrung der Erfindung, gewerbliche Verwendbarkeit 

Fur die Erzeugung des Schreib- und Lesestrahles dienen zwei Laserquellen (1) und 
(2) mit unterschiedlichen Wellenlangen, wobei die Anordnung so gehalten ist, daB 
die Wahl ais Schreib- Oder Lesequelle f rei ist. Die beiden linear p-polarisierten 
Laserstrahlen werden mittels eines dichroitischen Spiegels (3) auf eine gemeinsame 
optische Achse gebracht. Sie geiangen durch einen teildurchlassigen polarisierenden 
Strahlteiler (4), dessen Teilungsverhaltnis beispielsweise 80%/20% betragt (80% 
Transmission fur p-polarisiertes Licht, 20% Reflexion fur p-polarisiertes Licht, 100% 
Reflexion fur s-polarisiertes Licht). Danach geiangen die Laserstrahlen durch eine 
Verzogerungsplatte (5), die ublicher weise als variable Verzogerungsplatte auf 
Flussigkristallbasis ausgelegt ist. 

Fur den Test von Phase-Change Materialien wird die Verzogerung auf ein Viertel der 
Laserwellenlange eingestellt - die Laserstrahlen werden zirkular polarisiert. 

Fur den Test von magneto-optischen Materialien erfolgt keine Verzogerung, sondern 
lediglich eine einstellbare Korrektur der Elliptizitat des ruckgestreuten Lichtes. 

Beide Laserstrahlen werden dann mittels eines zweiten dichroitischen Spiegels (6), 
welcher die beiden Laserwellenlangen reflektiert, den restlichen sichtbaren 
Spektralbereich aber durchlaBt, in einen Mikroskopaufbau eingekoppelt. Durch das 
Objektiv (7) werden die beiden Strahien beugungsbrenzt auf das zu untersuchende 
Material (8) fokussiert. 

Das vom Material ruckreflektierte, im Falle magneto-optischer Materialien zusatzlich 
in seiner Polarisation veranderte, Licht gelangt ruckwarts uber den dichroitischen 
Spiegel (6) durch die Verzogerungsplatte (5). Dort wird zirkular polarisiertes Licht in 
linear s-polarisiertes Licht verwandelt, bzw. die Elliptizitat des Lichtes korrigiert. Der 
polarisierende Strahlteiler (4) koppelt das vom Material ruckreflektierte Licht in 
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Richtung auf die Detektoren aus. Es tritt durch eine A/2-Verzogerungsplatte (9), 
welche dazu dient, im Falle der Anwendung fur magneto-optische Medien die beiden 
Signale auf den Detektoren zum Zwecke einer guten Differenzbildung in ihrer 
Intensitat auszubalancieren. Ein polarisierender Stahlteiler (10) trennt die beiden 
Polarisationsrichtungen auf. Beide Strahlen werden dann mittels zweier Prismen (1 1 
und 12) in ihre Wellenlangenbestandteile zerlegt, so daB die vorher auf einer 
optischen Achse laufenden Materialreflexe der beiden Laserstrahlen auf 
unterschiedliche Detektoren gelenkt werden konnen. Clber die zwei Linsen (13 uhd 
14) werden die Materialreflexe auf jeweils zwei eng beieinanderliegende identische 
Detektoren (15 und 16) gerichtet. Somit erhalt der Benutzer vier Signale getrennt 
nach Laserwellenlange und nach Polarisation. 

Zusatzliche Einrichtungen, wie sie fQr Mikroskope typisch sind erganzen den Aufbau: 
Durch Okulare kann die Probe (8) mit dem Auge oder mit einer Kamera (17) 
beobachtet werden. Damit lassen sich Bilder der Oberflachenveranderungen 
gewinnen und diese optisch vermessen. Als Auflichtquelle (18) dient eine 
WeiBlichtquelle, die in den Mikroskopstrahlengang eingekoppelt wird. Durch das 
Einbringen eines Polarisators (19) im Strahlengang der WeiBlichtquelle und das 
Einbringen eines Analysators (20) im Beobachtungsstrahlengang ist die 
Polarisationsmikroskopie der Oberflache moglich. 

Die Probe befindet sich auf einem motorischen XY-Tisch (21), so daB automatisch 
mehrere MeBpunkte zur Ermittlung der Statistik der MeBergebnisse gesetzt werden 
konnen. Unter der Probe (8) befindet sich ein starker Elektromagnet (22), der die 
Magnetfelder zur Untersuchung magnetooptischer Schichten erzeugt. 

Die Apparatur wird von einem Zentralrechner gesteuert. Wird eine Messung 
gestartet, so wird zunachst einer der beiden Laser mit geringer Leistung 
kontinuierlich aktiviert. Danach wird der zweite Laser nach den Vorgaben des 
Benutzers dazu veranlaBt einen Impuls mit festgelegtem Amplitudenverlauf und 
festgelegter Zeitdauer (z.B. ein Rechteckimpuls) abzugeben. Die von den Detektoren 
(15, 16) empfangenen vier Signale (Ssi, Ss 2 , Sp!, Sp 2 ) werden mittels eines 
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Transientenrecorders vor, wahrend und nach dem Laserimpuls aufgezeichnet. Der 
zeitliche Verlauf der Signale gibt dann Auskunft uber das dynamisch optische 
Verhalten des Materials. Danach kann eine neue Stelle auf dem Material der Probe 8 
fur eine Wiederholung des Anlaufes angefahren werden, Oder aber der Impuls in 
seiner Intensitat, Zeitdauer Oder Form verandert werden. 

Im Falle von rein reflektierenden, die Polarisation nicht beeinflussenden Materialien 
konnen die beiden Signale einer Wellenlange addiert werden, in jedem Fall kann 
aber auch die Polarisationsabhangigkeit der Materialreflexion (z.B. die 
Doppelbrechung des Materials) beobachtet werden. Im Falle magneto-optischer 
Materialien werden die beiden Signale einer Wellenlange voneinander abgezogen 
um das magneto-optische Differenzsignal zu erhalten. 

Zusatzlich ist es mdglich die Probe auf eine Heiz- Oder KGhlflache (z.B. 
Pletierelement) zu plazieren, um damit die thermische Abhangigkeit der optischen 
Eigenschaften zu messen. 

Als Vorteile des MeB-Verfahrens sind zu nennen: 

Das Verfahren erlaubt es, Veranderungen optischer Eigenschaften von 
Materialoberflachen durch die Einwirkung von Laserstrahlung und ggf. gleichzeitiger 
Einwirkung eines Magnetfeldes zu untersuchen, wobei die optischen Eigenschaften 
vor, wahrend und nach der Einwirkung eines Lichtpulses unabhangig von diesem 
Lichtpuls beobachtet werden konnen. 

Dadurch, daB zwei Laser verwendet werden laBt sich der zeitliche und 
Intensitatsverlauf des eingestrahlten Laserimpulses beliebig verandern ohne die 
Eigenschaften des Lesepulses und damit des durch ihn zustande kommenden 
Signals zu verandern. 

Die optischen Eigenschaften lassen sich mit zwei unterschiedlichen 
Laserwellenlangen wechselweise als Schreib- oder Lesestrahl untersuchen. 
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Das MeGgerat ertaubt es, Materialien und Schichten unter lichtdurchlassigen 
Substraten (z.B. CD-RW) zu untersuchen. Die optischen Eigenschaften lassen sich 
daruberhinaus temperaturabhangig untersuchen. 

Die optischen Eigenschaften lassen sich auch auf ihre Polarisationseffekte 
(Doppelbrechung, Kerr-Rotation) hin untersuchen. 

Wahrend und nach der Messung kann die Oberflachenveranderung mikroskopisch 
und polarisations-naikroskopisch beobachtet und/oder vermessen werden. 

Das Instrument kann als Scanning-Mikroskop verwendet werden, indem das Lese- 
Detektorsignal wahrend einer XY-Verschiebung des Probentisches gemessen wird. 
Damit lassen sich die GroGen der Markierungen auf dem Material nicht nur rein 
optisch bestimmen, sondern auch die Polarisationsabhangigkeit. Es lassen sich 
auBerdem Markierungsgrenzen eindeutig festlegen. 

Gemeinsam mit dem Magneten kann die Magnetisierungs-Hysteresekurye von 
magneto-optischen Materialien vermessen werden. 

Alle vorstehend genannten MeSfunktionen konnen ohne groBe Umbauten schnell 
hintereinander und vor allem in einem Aufbau durchgefuhrt werden. 
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Bezugszeichenliste 

1 Laser 

2 Laser 

3 dichroitischer Spiegel 

4 Strahlteiter 

5 Verzogerungsplatte 

6 dichroitischer Spiegel 

7 Objektiv 

8 Speichermedium, zu untersuchendes Material 

9 A/2-Verzogerungsplatte 

1 0 polarisierender Stahltetler 

1 1 Prisma 

12 Prisma 

13 optische Linse 

14 optische Linse 

15 Detektor 

16 Detektor 

17 Kamera 

18 Aufltchtquelie 

1 9 Polarisators 

20 Analysators 

21 XY-Tisch 

22 Elektromagnet 
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Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Materialuntersuchung eines optischen Speichermediums mit 
einem ersten, auf eine Oberflache des Speichermediums gerichteten kontinuierlichen 
Laserstrahl, dessen an der Oberflache reflektierter Strahl zur Untersuchung der 
Oberflachenreflektivitat verwendet wird und mit einem zweiten Laserstrahl, der 
wenigstens am Ort des Reflexionsereignisses des ersten Laserstrahls eine 
Veranderung des Reflexionsverhaltens der Oberflache bewirkt. 

• 2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB die Energiedeposition simultan zum 
Reflexionsereignis erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Laserstrahl gepulst betrieben wird und 
eine zum ersten Lichtstrahl unterschiedliche Wellenlange und/oder unterschiedliche 
Intensitat aufweist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB am Ort des optischen Speichermediums ein 
Magnetsystem vorgesehen ist, das das Speichermedium einem konstanten oder 
zeitlich veranderlichen Magnetfeld aussetzt. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Speichermedium am Ort der Energiedeposition 
durch den Energieeintrag einen physikalischen Phasensprung erfahrt. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Speichermedium am Ort der Energiedeposition 
durch den Energieeintrag eine Anderung der magnetischen Eigenschaften erfahrt. 
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7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, daB beim reflektierten Strahl zur Untersuchung der 
Oberflachenreflektivitat die Intensitat und/oder Polarisation gemessen wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB zur Auswertung die an der Oberflache reflektierte 
Strahlung des zweiten Lichtstrahls verwendet wird. 



10 




Fig. 1 



INTERNATIONAL S 



]0CH 



REPORT 



dfcr 

ItitePVPgnal i 



I Application No 

PCT/EP 00/02184 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER , _ 

IPC 7 G11B7/26 G01N21/95 G02B21/00 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



8. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 G11B G01N G02B 



Documentation searched other than minimum oocumeraanon to me extent mat sucn documents are included in the fields searched 



Bectronic data base consulted during me international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , INSPEC, WPI Data, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 0 Citation of document, with indication, where appropnate. of the relevant passages 



Relevant to daim No. 



p,x 



US 4 731 754 A (06DEN T ROGER ET AL) 

15 March 1988 (1988-03-15) 

column 7, line 8 - line 68; figure 3 

DE 41 05 060 A (MEDIZINISCHES LASERZENTRUM 
LUE) 20 August 1992 (1992-08-20) 
claims 1-7,17 

US 6 028 620 A (YIN YUSONG) 

22 February 2000 (2000-02-22) 

column 8, line 5 -column 9, line 2; figure 

3 

-/— 



1-3,5,7, 
8 



1-3,5,7, 
8 



1-3,5,7, 
8 



m 



Further documents are toted in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex 



* Special categories of cited documents : 

"A* document defining the general state of me art which is not 

considered to be of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after me international 

filing date 

*L" document which may throw doubts on priority ctarm(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 



V document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand me principle or theory underlying the 
kwention 

a X* document of particular mievance: the daimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y* document of particular relevance: the daimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when me 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination toeing obvious to a person skilled 
in the art 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



1 August 2000 



Date of mailing of the international search report 



11/08/2000 



i mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 581 B Patentiaan 2 
NL - 2280 HV Rijswipc 
Tel. <+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo rt> 
Fax: (431-70) 340-3016 



Authorized officer 



Scheu, M 



Form PCT/tSA/210 (Moond wtx—t) (July 1982) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL 



CH REPORT 



I Application No 

PCT7EP 00/02184 



a(ContmuaOon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category* 



Citation ol document wrth indication.v.nere appropriate. ot me reievam passages 

MANSURIPUR M ET AL: "Static tester for 
characterization of phase-change, 
dye-polymer, and magneto-optical media Tor 
optical data storage" 
APPLIED OPTICS, 1 DEC. 1999, OPT. SOC. 
AMERICA, USA, 

vol. 38, no. 34, pages 7095-7104, 

XP002143993 

ISSN: 0003-6935 

KHULBE P K ET AL: "CrystalllMtlon and 
amorphization studies of a Ge/sub 2/Sb/sub 
2.3/Te/sub 5/ thin-film sample under 
pulsed laser irradiation" 
APPLIED OPTICS, 10 MAY 2000, OPT. SOC. 
AMERICA, USA, 

vol. 39, no. 14, pages 2359-2366, 

XP002143994 

ISSN: 0003-6935 



Relevant to daim No. 



Farm PCT/ISA/210 (cormwtKxn of second *w«f) <Ji*y 1«) 



INTERNATION 



AI^^kRCH REPORT 



ft 



mtennauon en patent t«mHy member* 


Intec jnali 

PCT/EP 


fcppfttcatton No 

DO/02184 


Patent aocument 
cited in searcn repon 


Publication 
date 


Patent family 
members) 


Publication 
date 


US 4731754 


A 


15-03-1988 


NONE . 






DE 4105060 


A 


20-08-1992 


U0 9214415 A 
DE 59202160 D 


03-09-1992 
14-06-1995 



EP 



0572435 A 



08-12-1993 



US 6028620 A 22-02-2000 NOME 



RmPCT/ISAaiO(ptttsmtem«ytvvwx)<JUy1082) 



INTERNATIONAL^J^ECHERCHENBERICHT r£ 



PCT/EP 00/02184 



A. KLASSFIZIERUNG DES AMMEU3UNGSGEGENSTANOES 

IPK7 G11B7/26 G01N21/95 G02B21/00 



Nach der intemaponaleo Patentktassifikation ( IPK) ooer nacn oer nationaien Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechercruener MindesiDiulstoft (Wassiiwaoonssysiern und KJassifikanonssymooie i 

IPK 7 G11B G01N G02B 



Racheicniena aoer room zum Mindeswifstoft genorende Vemftentl«niingen. sowm aiese unter a,e recnercmerten Gebiete tailen 



Wahrend dermremanonaien fiecnerene Konsumene eiektrorusche Datenoanx (Name der DatenbanK und evo. verwendete Suchbegime) 

EPO-Internal , INSPEC, WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UWTERLAOEN 



Katagorie* Bazeicnnung der Veroffenttchung, sowett ertorderlich unter 



Angabe der in Betracni kommenoen Teiie 



Betr. Anspiuch Nr. 



US 4 731 754 A (OGDEN T ROGER ET AL) 

15. Marz 1988 (1988-03-15) 

Spalte 7, Zeile 8 - Zeile 68; Abbildung 3 

DE 41 05 060 A (HEOIZINISCHES LASERZENTRUM 
LUE) 20. August 1992 (1992-08-20) 
Anspruche 1-7,17 

US 6 028 620 A (YIN YUSONG) 
22. Februar 2000 (2000-02-22) 
Spalte 8, Zeile 5 -Spalte 9, Zeile 2; 
Abbildung 3 

-/— 



1-3,5,7, 
8 



1-3,5,7, 
8 



1-3,5,7, 
8 



13 



Waiter© Verofferrticnungen and der Fortsetzung von Feld C zu 



□ 



Stehe Annang Patenttamilie 



" Pa a ondere Kategonen von angegeoenen Verdffentticnungen 

•A" Verotferdicnung, die den aligemetnen Stand der Technik deftmert 
aberriicmatabeaonderBbedeutsam anzusenen ist 

'E' atteres Ookument das jedoch erst am Oder nacn oem rmemationaien 
Anmeioeoatum verorfentticht worden ist 

f Verortentticrtung. ae geetgnet ist einen Priori tatsansorucn zwertethatt er- 
soheinen zu tassen. Oder dutch die das Verottendcnungsdatum etner 
anderan im Recherchenbencht genanmen Verdttenthenung Detect warden 
soM Oder ore aus etnem anoeren oesonoeren Grund angegeoen ist iwie 
auagaruhJti 

*0* Veroftentttchung, die sen auf erne rnundliche Oftenbarung. 

eineBenutzung. one Ausstettung ooeranoere MaBnanmen oezieht 
•P* Verattenttichung, ae vor oem tntemaaonaten Anmetdedaium. aoer nacn 

dam beansofucraen Priontatsdatum vwotterffiicftt women ist 



T* Soatere Veroffentlicnung, oe nacn aem mtemaoonaien Anmetdedaium 
ooer cam Pfrontatsdamm verdttentticht women ist und mit der 
Arwnetaung ntcht kotiklerL sonoem nur zum Verstandnts dea der 
Erfindung zugrundetiegenden Pnrmps Oder der irtr zugtunoeitegenden 
Theone angege&en ist 

•X' Verdtfentifchung von besonderer Bedeutung; die Oeansoruchte Erfindung 
Kann altem autgrund dieser VerottentUchung nicht ate neu ooer auf 
emndenacner Tatigkett berur.and betracntet weraen 

"V Verdftentiicnung von besonderer Bedeutung: die Deansofucnte Erfindung 

Kann ntcnt ats auf erfino en setter Tabgkeit berunend betracntet 

weraen. wertn ae Verdttenthchung mit einer oaer menreren anoeren 
VerofterttJicnungen dieser Kategone in Verbinaung georacnt wtrd und 
dese verbtndung fur emen Facnmann nahetiegend ist 
VeroftenHicnung. die Mitgiied dersetben Patemtamitie ist 



Datum des Abscrttussas der aitemaoonaien Recnercne 



1. August 2000 



Absenoeoatum oes intemationaien Recnercnenbenorits 



11/08/2000 



und Postanschritt der ( nte m a tio na ieo Recrieiwienbenorde 
Euraoaiaches Patentamt P.R 5818 Patennaan 2 
NL-2280HV Riiswijk 

Tel. <+31-70) 340-^040, Tx. 31 651 epo ni. 
rax: (431-70) 340-3016 



Bevottmacntigter Bediensteter 



Scheu, M 



Rxmt)tattPCT/{SA^210(BUtt2)(Jul19e2) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONAL 



CHERCHENBERICHT 



Inl^^VinalM AJctanzeichen 

PCT/EP 00/02184 



C-<Forts«Cning> ALS WESEWTUCH ANGESEHENE UMTEHLAGEN 



Kategorie* Bezeicnnung aer VeroifentlicfKing, soweit 



erforaefl.ch inter Angabe aer in BetrachtKommenoen Te«e 



MANSURIPUR M ET AL: "Static tester for 
characterization of phase-change, 
dye-polymer, and magneto-optical media for 
optical data storage" 
APPLIED OPTICS, 1 DEC. 1999, OPT. SOC. 
AMERICA, USA, 

Bd. 38, Nr. 34, Seiten 7095-7104, 

XP002143993 

ISSN: 0003-6935 

KHULBE P K ET AL: "Crystallization and 
amorphization studies of a Ge/sub 2/Sb/sub 
2.3/Te/sub 5/ thin-film sample under 
pulsed laser irradiation" 
APPLIED OPTICS, 10 MAY 2000, OPT. SOC. 



AMERICA, USA, 
Bd. 39, Nr. 14, 
XP002143994 
ISSN: 0003-6935 



Seiten 2359-2366, 



FetmUaa PCT4SAtt1O(F0nnauno«on BMB2) (JuN 18S2) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONAL^^ECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Verdfferttlichungen, die zur saben Patentfamiiie gehoren 




Intern" ales Aktenzeicften 

PCT/EP 00/02184 



lm Recherchendericftt 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
VerottentScruing 


Mitglied(er) der 
Patenttamitie 


Datum der 
Verdftentlicfiung 


US 4731754 A 


1 C AO 1 ODD 


KEINE 






DE 4105060 A 


20-08-1992 


W0 9214415 
DE 59202160 
EP 0572435 


A 
D 
A 


03-09-1992 
14-06-1995 
08-12-1993 



US 6028620 A 22-02-2000 KEINE 



Fcvnttatt PCT/1SA/210 (Anhang P«t«nt!amiw)<Ju(l 1992) 



4^ 



